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Feldeffekttransistoren
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esa Information wurde von den Physikstudenten H.- Fehdler ¢ 3. Rogaschewski im
Auftrag der Forschungsleitstelle

. Entwicklungstendenzen) des Halbleiterwerkes Frankfurt/ e:, Werkteil Stahnsdorf:
Ruhlsdorf3er Wegy al's Praktikumsbeit angefertigt.



